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(54)  칭 원 편  특  지함과 동시에  주 역비  할  는 마 크 트립 안
 

(57)  약

원 편  특  지함과 동시에  주 역비  할  는 마 크 트립 안  가 개시 다.

본  는, 체층; 상  체층 상 에 ,  1 지  가지는 재질  원 치;

 상  체층 상 에 , 상  원 치  주  라 는 재질  링 치  포함하고, 상  원

치는 상  1 지 보다  2 지  원  내 에 고, 상  원 치 상  1  2포트  통

해 달 는  사하고, 상  원 치  상  링 치는,  간격  고 다. 

  도 - 도1
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청

청 항 1 

체층;

상  체층 상 에 고,  1 지  가지는 재질 , 상  1 지 보다  2 지

원  내 에 고, 1  2포트  통해 달 는  사하는 원 치; 

상  체층 상 에 , 상  원 치  주  라 상  원 치   간격  고 는 재질

링 치;

상  체층  하  층;

상  층 하  쇄 (PCB);

상  PCB 상에 치 ,  가 는  하는 칩 커플러; 

상  PCB 상에 치 어, 상  칩 커플러  는  달하는 1  2도 ;  

상  1  2도  단에 각각 는 1  2커플링 포 트 , 상  1  2포트  연결하는

1  2 라  포함하고,

상  층에는, 상  1  2 라  통하는 1  2  고,

상  원 치  상  링 치 사  간격  변 시킴  역 주 비  하고, 상  칩 커플러

역 원 편  특  하여 역에  원 편  특  지하는 마 크 트립 안  .

 

청 항 2 

삭

청 항 3 

1항에 어 , 상  1 지 , 1주 역   1/4에 하는 마 크 트립 안  .

청 항 4 

3항에 어 , 상  링 치  체 는, 상  1주 역보다 낮  2주 역  에 하는

마 크 트립 안  .

청 항 5 

삭

청 항 6 

삭

청 항 7 

삭

청 항 8 
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1항에 어 , 

상  원 치  심과 상  원  심  치하는 마 크 트립 안  .

 

   야

본  원 편  특  지함과 동시에  주 역비  할  는 마 크 트립 안  [0001]

에 한 것 다.

 경  

,  역(dual-band)  안 는 연한 주  커 리지(flexible  frquency  coverage),  다 능[0003]

 주  다 시티  얻    문에 무 통신 시 에  리 고 다. 안 가 역에

원 편 (circular  polarization,  CP)  특  가지는 경우에는, GPS(global  positioning  system)  시리우

SM  라 (Sirius XM satellite radio)과 같  신  신에 도 러한  통 다. 

라 , 역 CP 안  개 에 하 는 연 가 계 고 다. 그러 , 근 연 는 고  주 에 [0004]

한  공진  얻는  어 , 복  공진 치(resonating patches)  층하는 다 층 에 한

어  문에 주  하는 것  어 운 문  다. 또한  주 역비  컬어지는 

공진 주 간 비 , 재 가능한 안   함  할  는 , 러한 연 는  주

역비  연하게 하는 것에 한  고  없  공진  주  꾸는  것에만 어  는  문

다. 

 내

해결하 는 과

본  해결하고  하는  과 는, 단  어 , 원 편  특  지함과 동시에,  주[0006]

역비  연하게 가능한 역 안   공하는 것 다. 

과  해결 단

상  같   과  해결하  해, 본  실시  마 크 트립 안  는, 체층; 상[0008]

 체층 상 에 ,  1 지  가지는 재질  원 치;  상  체층 상 에 , 상

 원 치  주  라 는 재질  링 치  포함하고, 상  원 치는 상  1 지 보다 

2 지  원  내 에 고, 상  원 치 상  1  2포트  통해 달 는  사하고,

상  원 치  상  링 치는,  간격  고   다.

본  실시 에 , 상  원 치  상  링 치 사  간격  변 시킴  역 주 비  [0009]

할  다. 

본  실시 에 , 상  1 지 , 1주 역   1/4에 할  다.[0010]

본  실시 에 , 상  링 치  체 는, 상  1주 역보다 낮  2주 역  에 [0011]

할  다.

본  실시  마 크 트립 안 는, 상  체층 하  쇄 (PCB); 상  PCB 상에 치[0012]

,  가 는  하는 칩 커플러; 상  칩 커플러  는  달하는

1  2도 ;  상  1  2도  단에 각각 는 1  2커플링 포 트 , 상  1 

2포트  연결하는 1  2 라   포함할  다.

본  실시 에 , 상  칩 커플러  역 원 편  특  하여 역에  원 편  특  [0013]

지할  다.

본  실시  마 크 트립 안  는, 상  체층과 상  PCB 사 에 치 는 층  [0014]

포함할  , 상  층에는, 상  1  2 라  통하는 1  2    다.
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본  실시 에 , 상  원 치  심과 상  원  심  치할  다.[0015]

 과

 상  같  본 , 내  원 치   링 치 사  간격에 해 원 편  특  지함과 동시[0017]

에  주 역비  연하게 하게 하는 과가 다. 

도  간단한 

도 1  본  실시  안   하  한 도 다.[0019]

도 2는 본  실시  안  실  한 시도 다.

도 3  본  실시  안  사계  하  한 그래프 다.

도 4는 본  실시  안  향(bore-sight) 득  하  한 그래프 다. 

도 5는 본  실시  안  비(AR)  하  한 실시  그래프 다. 

도 6  본  실시  안   주  포 트에  사  하  한 시도 다.

도 7  본  실시  안 에  원 치  링 치  간격 g에   주 역비  비(AR)

변  하  한 시도 다.

도 8  본  실시  안 에  원 치  링 치  간격 g에  피  합특  하  

한 시도 다.  

 실시하  한 체  내

본  다양한 변경  가할  고 여러가지 실시  가질  는 , 특  실시 들  도 에 시하고[0020]

상 한 에 상 하게 하고  한다. 그러 , 는 본  특 한 실시 태에 해 한 하 는 것

아니 , 본  사상  에 포함 는 든 변경, 균등물 내지 체물  포함하는 것  해 어야

한다.

하, 첨  도  참 하여 본 에  람직한 실시  상 히 한다. [0021]

도 1  본  실시  안   하  한 도 , (a)는 평 도 , (b)는 단 도  [0022]

타낸 것 고, 도 2는 본  실시  안  실  한 시도 , (a)는 평 도  (b)는 도

 타낸 것 다. 

도 에 도시   같 , 본  실시  안 는, 쇄 (printed circuit board, PCB)(10), [0023]

층(20), 체층(30), 체층(30) 상 에 쇄 는 내  원 치(60)   링 치(70)  포함할

 다.

PCB(10)는 체 물질  루어질  , 체 물질 ,  들어 상 (εr)가 4.5 또는 4.4 고 [0024]

체 실 탄 트(tanδ)가 0.02  또는 0.018  FR4(glass-reinforced  epoxy  laminate  sheets(강 리 에폭시

층시트))   , 본  에 한 는 것  아니 , 다양한 체가 PCB(10)  사   

것 다.

PCB(10)  에는 칩 커플러(chip coupler)(40)  (50)  치   다. 도 2는 PCB(10)  [0025]

시도 , 하 브리드 칩 커플러(40), (50)  50Ω 미  칩(termination chip)(45)  치

 다. 칩 커플러(40)는 (50)  가 는  하는 것 , 칩 커플러(40)  동

평 상  1  2도 (coplanar waveguide)(40A, 40B)  , 1  2커플링 포 트(E, F)는

체층(30)  통하는 1  2 라 (C, D)과 연결 고, 1  2 라 (C, D)  1  2포트

(A, B)  연결 어, 1  2포트(A, B)  통해 원 치(60)에  달할  다. 

,  (50)  가 는 는 하 브리드 칩 커플러(40)에 해 어 1   2도 (40A,[0026]

40B)  통해 1  2커플링 포 트(E, F)  공 , 1  2커플링 포 트(E, F)  1  2

라 (C, D)  통해 1  2포트(A, B)    다. 1  2포트(A, B)  통해, 가  가 사

  다. 
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층(20)는 PCB(10)  체층(30) 사 에 치 는 것 ,  들어 리(Cu)  루어질  ,[0028]

에 한 는 것  아니다. 층(20)  1  2커플링 포 트(E, F)에 하는 역에는 1  2

(20A, 20B)  어 1  2 라 (C, D)  통할  도    다. 

체층(30)   들어 상 (εr)가 10.8 고 체 실 탄 트(tanδ)가 0.0035  Taconic사  CER10[0029]

  , 본  에 한 는 것  아니고 다양한 체 물질     것 다. 체

층(30)    h    다. 

체층(30) 상에는 내  원 치(60) ,  링 치(70)가 쇄   다. 러한 쇄 안 는 [0030]

트  하여 체층(30) 상에  쇄하는 것 ,  들어 알루미늄  리   

트가 포함할  , 본  에 한 는 것  아니 , 다양한  포함하는  트

 하여 원 치(60)  링 치(70)  쇄할   것 다. 또한, 본  실시 에 는 원 치

(60)  링 치(70)가 체층(30) 상 에 쇄 태  는  하고 , 본  에 한

는 것  아니 , 재질  원 치(60)  링 치(70)가 체층(30) 상 에 치  도  것 다. 

또한, 원 치(60)  재질과 링 치(70)  재질   동 할 도 고 상 할 도  것 다. [0031]

 원 치(60)  지  r  상  주 역   약 1/4에 할  다. 원 치(60) 내 에는 지[0032]

 rh  원 (60A)    고, 는 피  매칭 특  향상시킬  다.  원 치(60)

심과 원 (60A)  심   동 한 것  도시 어 , 에 한 는 것  아니 , 원 (60A)

심  원 치(60)  심과  다  도  것 다.

원 치(60)  주(outer perimeter)  라 링 치(70)가 치   다. 링 치(70)  폭  w 고, 체[0033]

는 하  주 역에   거  동 할  다. 

본  실시 에 , 원 편  특  가지   에   주 역비  하  해, 원[0034]

치(60)는 하 브리드 칩 커플러(40)  1  2포트(A, B)  통해   다. , (50)

 가 는 는 하 브리드 칩 커플러(40)에 해 어 1  2도 (40A, 40B)  통해 1  2

커플링 포 트(E, F)  공 , 1  2커플링 포 트(E, F)  1  2 라 (C, D)  통해 1

 2포트(A, B)    다. 

링 치(70)는  원 치(60)  결합   , 결합 는 간격 g에 해 어   다. [0035]

주 역비는  간격  변 시키  할  다.  들어,  주 역비는 간격  커질  

가하고 간격  아질  감 할  다.

 주 역비  할  다는 것  하  해, GPS L1 드(1.575㎓)  L2 드(1.227㎓)에 [0036]

하 ,   주 역비는 1.28 다.  비  g가 0.5mm  경우 보 , 다   라미

값  아래  1과 같다.

 1

라미[0037] 값

r 13.5mm

w 0.6mm

g 0.5mm

rh 2.0mm

X1 4.7mm

X2 -6.3mm

Y1 6.2mm

Y2 4.4mm

l 55.0mm

h 14.1mm

도  2는   값에  해   안  도시한  것 다.  ,  체층(30)  Taconic사  CER10[0039]

사 하 , PCB(10)  FR4  사 한 경우 다. 

하에 는, 본  실시  안  특  측 한 결과  도  참  하  한다. 하  특[0041]
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 무향실(full  anechoic  chamber)에  측 었 ,  체층(30)  Taconic사  CER10  사 하 ,

PCB(10)  FR  사 하여 측 한 결과 다. 

도 3  본  실시  안  사계  하  한 그래프 , 실  측 결과   시뮬[0042]

(simulation) 결과  타낸 것 다. 시뮬  사계  얻  해, 2포트 안  캐 링 매트릭

(scaterring matrix)는 FEKO  사 하여 계산 었고, Ansoft Designer  하 브리드 칩 커플러  4포트 트

워크  결합 었다. 

도 에 도시   같 , 측  사계 는 1.5㎓  1.2㎓에  각각 -17.9dB  -19.6dB , 는 시뮬[0043]

사계  -16.6dB  -20.8dB  사한 것  알  다.

도 4는 본  실시  안  향(bore-sight) 득  하  한 그래프 , 시뮬[0045]

향 득과 측  향 득  비 한 것 다. 도 4에 ,  시뮬  향 득  타

내고, + 마크는 무향실에  측  향 득  타내고, 실  무향실(semi anechoic chamber)에

측  향 득  타내 , 주 에  연  커브 태  시 어 다.

도 에 도시   같 , 측  득  1.5㎓  1.2㎓에  각각 4.7dBi  3.3dBi 고, 시뮬  값  각[0046]

각 4.0dBi  3.2dBi  알  다. 측   득에 한  주 역비는 1.25에  지 고, 는

시뮬  값  1.28과 사함  알  다.

도 5는 본  실시  안  비(axial ratio, AR)  하  한 실시  그래프 , 시뮬[0048]

 비  측  비  비 한 것 다. 도 5에   시뮬  비  타내고, + 마크는 측

비  타낸다.

본  실시  안 는 원 편  특  었 , 측  비는 1.5㎓  1.2㎓에  각각 0.2dB[0049]

 1.4dB , 는 시뮬  비  0.3dB  1.4dB  사함  알  다.

찰   같 , 본  실시  안 는, 3dB 비 역폭  , 는 편  심각한 곡없[0050]

 에   주 역비  연하게 할  게 한다. 

도 6  본  실시  안   주  포 트에  사  하  한 시도 , (a)[0052]

(b)는 각각 1.5㎓에  z-x 평   z-y 평 , (c)  (d)는 각각 1.2㎓에  z-x 평   z-y 평  타낸

것 고, 각 그래프에 ,  시뮬  사 , 실  측  사  타낸 것 다.

도 에 도시   같 ,  본  실시  안  1.5㎓에  빔폭(half  power  beam  width,[0053]

HPBW) , z-x 평 에  100.8° 고, z-y 평 에  99.8° 다. 또한, 1.2㎓에  HPBW는 z-x 평 에  101.2

° 고, z-y 평 에  102.8° 다. 측   본  실시  안 가 상 (upper hemisphere)에

 득  하 거  또는  곡 지 않  90°보다 큰 빔폭 커 리지  가지고  타낸다.

도 7  본  실시  안 에  원 치  링 치  간격 g에   주 역비  비(AR)[0055]

변  하  한 시도 다. 도 7에 , 측  직   주 역비  타내고 는  역

 공진주 (f2)  낮  역  공진주 (f1)  눈 값  다. 또한, 우측  직  주 

역에  평균 비(AR)  타낸다. 간격 g는 0.2mm에  5.6mm  0.6mm 간격  변 하도   것 다.

도 에 도시   같 , 간격 g가 가하   주 역  공진주 가 동하게  알  다. 결[0056]

과 ,  주 역비는 1.24에  1.8 지 변 할  , 평균 비(AR)는 간격 g  체 에

3.3dB보다  알  다.

도 8  본  실시  안 에  원 치  링 치  간격 g에  피  합특  하  [0058]

한 시도 다. 원 마커가 는 실  지 (resistance)  타내고, 삼각  마커가 는  리액

(reactance)  타내 ,  피 는  공진주 에  평균  낸 것 다. 또한 사각  마커가 는

 사계 (reflection coefficient)  타낸다. 

본   실시  안 는 거  리액 가 없  약  50Ω  지  지하고  알  [0059]

다. 라 , 결과  사계 는 체 에  -10dB보다 다.

러한 결과는 본  실시  안 가  주  에  피  매칭과 원 편  특  만 하[0060]

 단  라미  간격 g  하여  주 역비  하는  합하다는 것  타내는 것 다.
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본  실시  단  어 원 편  안 는 연하게  주 역비  할  다. 본 [0062]

 실시  안 는 내  원 치   링 치  포함하 , 원 치  링 치 사  간격에 해 

 주 역비  변 시킬  다.

본  실시  안  향 득  1.5㎓에  4.7dBic 고, 1.2㎓에  3.3dBic , 측  [0063]

주 역비는 1.25 다. 또한 측  사계 는  주 역에  각각 -17.9dB  -19.6dB  비(A

R)는 0.2dB  1.4dB 다. 러한 결과는 본  실시  안 가 피  매칭과 원 편  특  만

하   주 역비  연하게 할   보여 다. 

상에  본 에  실시 들  었 , 는 시  것에 과하 , 당해 야에  통상  지식[0065]

 가진 라   다양한 변   균등한  실시 가 가능하다는  해할 것 다. 라 , 본

 진 한  보  는 다  특허청 에 해  해 야 할 것 다.

 

10: PCB 20: 층[0067]

30: 체층 60: 원 치

70: 링 치
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도 2

도 3
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도 4

도 5
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도 6

도 7
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도 8
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